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- - - - Форма контроля з.е. - Итого акад.часов
Курс 1

Семестр 1 Семестр 2

Курс 2

Семестр 3 Семестр 4

Курс 3

Семестр 5 Семестр 6

Курс 4

Семестр 7 Семестр 8

Курс 5

Семестр 9 Семестр A

Курс 6

Семестр B Семестр C
Закрепленная кафедра -

Считать в
плане

Индекс Наименование
Блок/
часть

Экза
мен

Зачет
Зачет с

оц.
КР

Экспер
тное

Факт
Часов в

з.е.
Экспер
тное

По
плану

Конт.
раб.

СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

Код Наименование Компетенции

Блок 1.Дисциплины (модули) 287 287 10660 10660 4373 4914 1373 30 1134 170 85 291 480 108 30 1134 153 102 255 462 162 29 1134 170 68 255 533 108 27 1031 136 68 238 476 113 29 1098 153 68 206 509 162 31 1133 136 119 119 597 162 26 936 170 119 119 420 108 19 684 136 51 102 287 108 19 684 85 85 85 321 108 22 792 102 51 136 395 108 25 900 170 34 136 434 126

Обязательная часть 113 113 4068 4068 1976 1637 455 30 1080 170 85 291 426 108 30 1080 153 102 255 408 162 29 1044 170 68 255 443 108 20 720 102 51 187 303 77 1 36 36 3 108 17 17 17 57

+ Б1.О.01 История России Б1.О 1 2 4 4 36 144 144 119 25 2 72 51 17 4 2 72 34 17 21 19 Кафедра социальных наук и УК-5; УК-11

+ Б1.О.02 Философия Б1.О 2 3 3 36 108 108 34 74 3 108 17 17 74 19 Кафедра социальных наук и УК-3; УК-5; УК-11

+ Б1.О.03
Введение в научно-исследовательскую
деятельность

Б1.О 2 4 4 36 144 144 34 110 4 144 34 110 503
Институт новых материалов и
нанотехнологий

УК-6

+ Б1.О.04 Инженерная и компьютерная графика Б1.О 1 3 3 36 108 108 34 74 3 108 34 74 39 Кафедра автоматизированного УК-1; УК-2; ОПК-4

+ Б1.О.05 Иностранный язык Б1.О 4 123 16 16 36 576 576 272 287 17 4 144 68 76 4 144 68 76 4 144 68 76 4 144 68 59 17 18 Кафедра иностранных языков и УК-3; УК-4

+ Б1.О.06 Физическая культура и спорт Б1.О 15 2 2 36 72 72 72 1 36 36 1 36 36 20 Кафедра физической культуры и УК-7

+ Б1.О.07 Математика Б1.О 123 18 18 36 648 648 306 180 162 6 216 34 68 78 36 7 252 34 85 43 90 5 180 34 51 59 36 16 Кафедра математики УК-1; УК-2; ОПК-1

+ Б1.О.08 Аналитическая геометрия Б1.О 1 3 3 36 108 108 68 40 3 108 34 34 40 16 Кафедра математики УК-1; УК-2; ОПК-3

+ Б1.О.09 Математическая статистика и анализ данных Б1.О 4 3 3 36 108 108 51 57 3 108 17 34 57 16 Кафедра математики
УК-2; ОПК-2; ОПК-3

+ Б1.О.10 Методы математической физики Б1.О 4 3 3 36 108 108 51 57 3 108 17 34 57 16 Кафедра математики УК-1; УК-2; ОПК-2

+ Б1.О.11 Физика Б1.О 234 14 14 36 504 504 289 107 108 5 180 34 34 34 42 36 5 180 34 34 34 42 36 4 144 34 17 34 23 36 17 Кафедра физики УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-2

+ Б1.О.12 Химия Б1.О 2 1 7 7 36 252 252 136 80 36 4 144 34 34 17 59 3 108 17 34 21 36 15 Кафедра общей и неорганической УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-2

+ Б1.О.13 Органическая химия Б1.О 3 3 3 36 108 108 51 57 3 108 17 17 17 57 15 Кафедра общей и неорганической УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-2

+ Б1.О.14 Информатика Б1.О 1 2 9 9 36 324 324 136 116 72 7 252 17 51 17 95 72 2 72 17 34 21 36 Кафедра инженерной кибернетики УК-1; ОПК-3; ОПК-4; ЦПК-1; ЦПК-2; ЦПК-3

+ Б1.О.15 Экономика Б1.О 3 3 3 36 108 108 68 40 3 108 34 34 40 34 Кафедра экономики УК-10

+ Б1.О.16 Производственный менеджмент Б1.О 7 3 3 36 108 108 51 57 3 108 17 17 17 57 31 Кафедра промышленного УК-3; УК-10; ОПК-5

+ Б1.О.17 Физическая химия Б1.О 34 9 9 36 324 324 136 128 60 6 216 34 17 34 95 36 3 108 17 17 17 33 24 29 Кафедра физической химии УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-2

+ Б1.О.18 Электротехника Б1.О 4 3 3 36 108 108 34 74 3 108 17 17 74 171 Кафедра инфокоммуникационных УК-1; ОПК-4

+ Б1.О.19 Безопасность жизнедеятельности Б1.О 3 3 3 36 108 108 34 74 3 108 17 17 74 14 Кафедра техносферной безопасности УК-2; УК-8; УК-9

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 174 174 6592 6592 2397 3277 918 54 54 54 54 90 90 7 311 34 17 51 173 36 28 1062 153 68 170 509 162 31 1133 136 119 119 597 162 23 828 153 102 102 363 108 19 684 136 51 102 287 108 19 684 85 85 85 321 108 22 792 102 51 136 395 108 25 900 170 34 136 434 126

+ Б1.В.01
Элективные курсы по физической культуре и
спорту

Б1.В 328 328 328 54 54 54 54 90 90 59 59 54 54 17 17 20
Кафедра физической культуры и
здоровья

УК-7

+ Б1.В.02 Основы квантовой механики Б1.В 4 3 3 36 108 108 51 57 3 108 34 17 57 26 Кафедра теоретической физики и УК-1; ПК-4

+ Б1.В.03 Практическая кристаллография Б1.В 4 4 4 36 144 144 51 57 36 4 144 17 34 57 36 23 Кафедра материаловедения УК-2; ОПК-1; ПК-4

+ Б1.В.04 Электроника Б1.В 5 5 4 4 36 144 144 51 57 36 4 144 17 17 17 57 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП ОПК-2; ПК-5

+ Б1.В.05 Физические свойства кристаллов Б1.В 5 4 4 36 144 144 51 93 4 144 17 34 93 23 Кафедра материаловедения УК-1; ОПК-1; ПК-5

+ Б1.В.06 Статистическая физика Б1.В 5 3 3 36 108 108 51 57 3 108 17 34 57 26 Кафедра теоретической физики и УК-1; УК-2; ОПК-2; ПК-4

+ Б1.В.07 Физика конденсированного состояния Б1.В 56 6 9 9 36 324 324 153 99 72 4 144 34 17 17 40 36 5 180 34 17 34 59 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП УК-1; УК-2; ОПК-2; ПК-3; ПК-4

+ Б1.В.08
Материаловедение полупроводников и
диэлектриков

Б1.В 56 8 8 36 288 288 119 97 72 4 144 34 34 40 36 4 144 17 34 57 36 23
Кафедра материаловедения
полупроводников и диэлектриков

УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-2; ПК-2

+ Б1.В.09 Технология материалов электронной техники Б1.В 6 6 6 36 216 216 68 112 36 6 216 17 17 34 112 36 27
Кафедра технологии материалов
электроники

УК-1; ОПК-4; ПК-1; ПК-4; ПК-5

+ Б1.В.10 Физика диэлектриков Б1.В 6 4 4 36 144 144 51 93 4 144 17 17 17 93 23 Кафедра материаловедения УК-1; ОПК-1; ПК-5

+ Б1.В.11 Инженерная математика Б1.В 6 5 5 36 180 180 51 129 5 180 17 17 17 129 27 Кафедра технологии материалов УК-2; ОПК-1; ПК-5

+ Б1.В.12
Основы проектирования электронной
компонентной базы. Пакеты прикладных
программ

Б1.В 7 4 4 36 144 144 68 40 36 4 144 34 17 17 40 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП

УК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-2; ПК-4; ЦПК-3

+ Б1.В.13
Методы исследования материалов и структур
электроники

Б1.В 7 4 4 36 144 144 68 76 4 144 17 34 17 76 23
Кафедра материаловедения
полупроводников и диэлектриков

УК-1; ОПК-2; ПК-2

+ Б1.В.14
Проектирование и технология электронной
компонентной базы

Б1.В B 5 5 36 180 180 68 58 54 5 180 34 17 17 58 54 25 Кафедра ППЭ и ФПП
ОПК-2; ПК-1; ПК-5

+ Б1.В.15
Современные методы диагностики и
исследования наногетероструктур

Б1.В 9 5 5 36 180 180 68 112 5 180 17 34 17 112 23
Кафедра материаловедения
полупроводников и диэлектриков

УК-1; ОПК-2; ПК-3

+ Б1.В.16 Управление проектом Б1.В B 3 3 36 108 108 34 74 3 108 17 17 74 31 Кафедра промышленного УК-3; УК-10; ОПК-5

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) Б1.В 5 6 6 216 216 68 94 54 6 216 17 34 17 94 54
УК-2; ОПК-2; ПК-1; ПК-4

+ Б1.В.ДВ.01.01
Метрология, стандартизация и технические
измерения в полупроводниковой электронике

Б1.В 5 6 6 36 216 216 68 94 54 6 216 17 34 17 94 54 25 Кафедра ППЭ и ФПП

УК-2; ОПК-2; ПК-1; ПК-4

- Б1.В.ДВ.01.02
Метрология, стандартизация и технические
измерения в магнитоэлектронике

Б1.В 5 6 6 36 216 216 68 94 54 6 216 17 34 17 94 54 27
Кафедра технологии материалов
электроники

УК-2; ОПК-2; ПК-1; ПК-4

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) Б1.В 6 7 7 252 252 68 130 54 7 252 34 17 17 130 54
ОПК-1; ПК-3; ПК-4

+ Б1.В.ДВ.02.01 Биполярные полупроводниковые приборы Б1.В 6 7 7 36 252 252 68 130 54 7 252 34 17 17 130 54 25 Кафедра ППЭ и ФПП ОПК-1; ПК-3; ПК-4

- Б1.В.ДВ.02.02 Физика магнитных явлений Б1.В 6 7 7 36 252 252 68 130 54 7 252 34 17 17 130 54 27 Кафедра технологии материалов ОПК-1; ПК-3; ПК-4

- Б1.В.ДВ.02.03 Квантовая и оптическая электроника Б1.В 6 7 7 36 252 252 68 130 54 7 252 34 17 17 130 54 27 Кафедра технологии материалов ОПК-1; ПК-3; ПК-4

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) Б1.В 7 4 4 144 144 68 40 36 4 144 34 17 17 40 36
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.03.01 Полевые полупроводниковые приборы Б1.В 7 4 4 36 144 144 68 40 36 4 144 34 17 17 40 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-5

- Б1.В.ДВ.03.02
Материаловедение ферритов и родственных
магнитных систем

Б1.В 7 4 4 36 144 144 68 40 36 4 144 34 17 17 40 36 27
Кафедра технологии материалов
электроники

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-5

- Б1.В.ДВ.03.03 Ионно-плазменная обработка материалов Б1.В 7 4 4 36 144 144 68 40 36 4 144 34 17 17 40 36 27 Кафедра технологии материалов ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) Б1.В 7 4 4 144 144 51 57 36 4 144 17 17 17 57 36
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-5; ЦПК-3

+ Б1.В.ДВ.04.01
Компьютерные технологии проектирования
процессов наноэлектроники

Б1.В 7 4 4 36 144 144 51 57 36 4 144 17 17 17 57 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-5; ЦПК-3

- Б1.В.ДВ.04.02
Физико-математические модели процессов
наноэлектроники

Б1.В 7 4 4 36 144 144 51 57 36 4 144 17 17 17 57 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-5; ЦПК-3

- Б1.В.ДВ.04.03
Основы технологии электронной компонентной
базы. Технология тонких пленок

Б1.В 7 4 4 36 144 144 51 57 36 4 144 17 17 17 57 36 27
Кафедра технологии материалов
электроники

ОПК-1; ОПК-2; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) Б1.В 5 3 3 108 108 34 74 3 108 17 17 74
УК-1; ОПК-4; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.05.01
Актуальные проблемы современной
электроники и наноэлектроники

Б1.В 5 3 3 36 108 108 34 74 3 108 17 17 74 25 Кафедра ППЭ и ФПП
УК-1; ОПК-4; ПК-5

- Б1.В.ДВ.05.02
Актуальные проблемы современной
электроники, наноэлектроники и
магнитоэлектроники

Б1.В 5 3 3 36 108 108 34 74 3 108 17 17 74 27
Кафедра технологии материалов
электроники

УК-1; ОПК-4; ОПК-5

+ Б1.В.ДВ.06 Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6) Б1.В 7 3 3 108 108 51 57 3 108 17 17 17 57
УК-1; ОПК-1; ПК-3

+ Б1.В.ДВ.06.01 Физика импульсного отжига Б1.В 7 3 3 36 108 108 51 57 3 108 17 17 17 57 25 Кафедра ППЭ и ФПП УК-1; ОПК-1; ПК-3

- Б1.В.ДВ.06.02 Приемники оптического излучения Б1.В 7 3 3 36 108 108 51 57 3 108 17 17 17 57 25 Кафедра ППЭ и ФПП УК-1; ОПК-1; ПК-3

- Б1.В.ДВ.06.03 Физические основы электроники Б1.В 7 3 3 36 108 108 51 57 3 108 17 17 17 57 27 Кафедра технологии материалов УК-1; ОПК-1; ПК-3

+ Б1.В.ДВ.07 Дисциплины (модули) по выбору 7 (ДВ.7) Б1.В 7 4 4 144 144 51 93 4 144 34 17 93
УК-2; ОПК-4; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.07.01
Дефекты в оптоэлектронных
полупроводниковых приборах на широкозонных
материалах

Б1.В 7 4 4 36 144 144 51 93 4 144 34 17 93 25 Кафедра ППЭ и ФПП

УК-2; ОПК-4; ПК-5

- Б1.В.ДВ.07.02 Функциональная наноэлектроника Б1.В 7 4 4 36 144 144 51 93 4 144 34 17 93 27 Кафедра технологии материалов УК-2; ОПК-4; ПК-5

- Б1.В.ДВ.07.03 Полупроводниковая наноэлектроника Б1.В 7 4 4 36 144 144 51 93 4 144 34 17 93 27 Кафедра технологии материалов УК-2; ОПК-4; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.08 Дисциплины (модули) по выбору 8 (ДВ.9) Б1.В 8 4 4 144 144 68 76 4 144 34 17 17 76
УК-2; ОПК-2; ПК-3

- Б1.В.ДВ.08.01 Вакуумная и плазменная электроника Б1.В 8 4 4 36 144 144 68 76 4 144 34 17 17 76 25 Кафедра ППЭ и ФПП УК-2; ОПК-2; ПК-3

- Б1.В.ДВ.08.02
Квантоворазмерные структуры в
наноэлектронике

Б1.В 8 4 4 36 144 144 68 76 4 144 34 17 17 76 25 Кафедра ППЭ и ФПП
УК-2; ОПК-2; ПК-3

- Б1.В.ДВ.08.03
Технология производства ферритовых
материалов и радиокерамики

Б1.В 8 4 4 36 144 144 68 76 4 144 34 17 17 76 27
Кафедра технологии материалов
электроники

УК-2; ОПК-2; ПК-3

+ Б1.В.ДВ.08.04 Процессы вакуумной и плазменной электроники Б1.В 8 4 4 36 144 144 68 76 4 144 34 17 17 76 27
Кафедра технологии материалов
электроники

УК-2; ОПК-2; ПК-3

+ Б1.В.ДВ.09 Дисциплины (модули) по выбору 9 (ДВ.9) Б1.В 8 5 5 180 180 68 76 36 5 180 34 17 17 76 36
ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.09.01
Основы технологии электронной компонентной
базы

Б1.В 8 5 5 36 180 180 68 76 36 5 180 34 17 17 76 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП
ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-5

- Б1.В.ДВ.09.02
Математические модели технологических
процессов получения магнитоэлектроники и
радиокерамики

Б1.В 8 5 5 36 180 180 68 76 36 5 180 34 17 17 76 36 27
Кафедра технологии материалов
электроники

ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-5

- Б1.В.ДВ.09.03
Моделирование технологических процессов
получения материалов электронной техники

Б1.В 8 5 5 36 180 180 68 76 36 5 180 34 17 17 76 36 27
Кафедра технологии материалов
электроники

ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.10
Дисциплины (модули) по выбору 10
(ДВ.10)

Б1.В 8 8 5 5 180 180 68 76 36 5 180 34 34 76 36
УК-2; ОПК-2; ПК-2; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.10.01
Основы радиационной стойкости изделий
электронной техники

Б1.В 8 8 5 5 36 180 180 68 76 36 5 180 34 34 76 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП
УК-2; ОПК-2; ПК-2; ПК-5

- Б1.В.ДВ.10.02 Элементы и устройства магнитоэлектроники Б1.В 8 8 5 5 36 180 180 68 76 36 5 180 34 34 76 36 27 Кафедра технологии материалов УК-2; ОПК-2; ПК-2; ПК-5

- Б1.В.ДВ.10.03
Физика взаимодействия частиц и излучений с
веществом

Б1.В 8 8 5 5 36 180 180 68 76 36 5 180 34 34 76 36 27
Кафедра технологии материалов
электроники

УК-2; ОПК-2; ПК-2; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.11
Дисциплины (модули) по выбору 11
(ДВ.11)

Б1.В 8 5 5 180 180 85 59 36 5 180 34 17 34 59 36
ОПК-1; ПК-4; ПК-5

- Б1.В.ДВ.11.01
Наноэлектроника полупроводниковых приборов
и устройств

Б1.В 8 5 5 36 180 180 51 93 36 5 180 34 17 93 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП
ОПК-1; ПК-4; ПК-5

- Б1.В.ДВ.11.02 Приборы квантовой и оптической электроники Б1.В 8 5 5 36 180 180 51 93 36 5 180 34 17 93 36 27
Кафедра технологии материалов
электроники

ОПК-1; ПК-4; ПК-5

- Б1.В.ДВ.11.03 Магнитные измерения Б1.В 8 5 5 36 180 180 85 59 36 5 180 34 17 34 59 36 27 Кафедра технологии материалов ОПК-1; ПК-4; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.11.04
Оборудование производства ферритовых
материалов и радиокерамики

Б1.В 8 5 5 36 180 180 85 59 36 5 180 34 17 34 59 36 27
Кафедра технологии материалов
электроники

ОПК-1; ПК-4; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.12
Дисциплины (модули) по выбору 12
(ДВ.12)

Б1.В 9 5 5 180 180 68 76 36 5 180 17 34 17 76 36
ОПК-2; ПК-3; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.12.01
Методы характеризации полупроводниковых
материалов и структур

Б1.В 9 5 5 36 180 180 68 76 36 5 180 17 34 17 76 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП
ОПК-2; ПК-3; ПК-5

- Б1.В.ДВ.12.02 Методы математического моделирования Б1.В 9 5 5 36 180 180 68 76 36 5 180 17 34 17 76 36 27 Кафедра технологии материалов ОПК-2; ПК-3; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.13
Дисциплины (модули) по выбору 13
(ДВ.13)

Б1.В 9 9 5 5 180 180 68 76 36 5 180 17 17 34 76 36
ОПК-1; ОПК-4; ЦПК-3

+ Б1.В.ДВ.13.01
Моделирование процессов и устройств
полупроводниковой электроники

Б1.В 9 9 5 5 36 180 180 68 76 36 5 180 17 17 34 76 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП
ОПК-1; ОПК-4; ЦПК-3

- Б1.В.ДВ.13.02 Физико-химия и технология наноструктур Б1.В 9 9 5 5 36 180 180 68 76 36 5 180 17 17 34 76 36 27 Кафедра технологии материалов ОПК-1; ОПК-4; ЦПК-3

+ Б1.В.ДВ.14
Дисциплины (модули) по выбору 14
(ДВ.14)

Б1.В 9 9 4 4 144 144 51 57 36 4 144 34 17 57 36
ОПК-1; ОПК-2; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.14.01 Силовые полупроводниковые приборы Б1.В 9 9 4 4 36 144 144 51 57 36 4 144 34 17 57 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП ОПК-1; ОПК-2; ПК-5

- Б1.В.ДВ.14.02 Физика наноструктур Б1.В 9 9 4 4 36 144 144 51 57 36 4 144 34 17 57 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП ОПК-1; ОПК-2; ПК-5

- Б1.В.ДВ.14.03
Физика квантоворазмерных полупроводниковых
композиций

Б1.В 9 9 4 4 36 144 144 51 57 36 4 144 34 17 57 36 27
Кафедра технологии материалов
электроники

ОПК-1; ОПК-2; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.15
Дисциплины (модули) по выбору 15
(ДВ.15)

Б1.В A 5 5 180 180 68 76 36 5 180 34 17 17 76 36
ОПК-1; ПК-2; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.15.01 Микросхемотехника Б1.В A 5 5 36 180 180 68 76 36 5 180 34 17 17 76 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП ОПК-1; ПК-2; ПК-5

- Б1.В.ДВ.15.02 Технология наногетероструктур Б1.В A 5 5 36 180 180 68 76 36 5 180 34 17 17 76 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП ОПК-1; ПК-2; ПК-5

- Б1.В.ДВ.15.03
Мессбауэровская спектроскопия материалов
магнитоэлектроники и микросистемной техники

Б1.В A 5 5 36 180 180 68 76 36 5 180 34 17 17 76 36 27
Кафедра технологии материалов
электроники

ОПК-1; ОПК-2; ПК-5

- Б1.В.ДВ.15.04
Молекулярно-пучковая и МОС-гидридная
технологии

Б1.В A 5 5 36 180 180 68 76 36 5 180 34 17 17 76 36 27
Кафедра технологии материалов
электроники

ОПК-1; ОПК-2; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.16
Дисциплины (модули) по выбору 16
(ДВ.16)

Б1.В A 5 5 180 180 68 76 36 5 180 17 17 34 76 36
ОПК-1; ОПК-2; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.16.01
Приборные структуры на широкозонных
полупроводниках

Б1.В A 5 5 36 180 180 68 76 36 5 180 17 17 34 76 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП
ОПК-1; ОПК-2; ПК-5

- Б1.В.ДВ.16.02
Приборные структуры на некристаллических
материалах

Б1.В A 5 5 36 180 180 68 76 36 5 180 17 17 34 76 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП
ОПК-1; ОПК-2; ПК-5

- Б1.В.ДВ.16.03
Специальные вопросы физики магнитных
явлений в конденсированных средах Часть 1

Б1.В A 5 5 36 180 180 68 76 36 5 180 17 17 34 76 36 27
Кафедра технологии материалов
электроники

ОПК-1; ОПК-2; ПК-5

- Б1.В.ДВ.16.04 Приборы и устройства на основе наносистем Б1.В A 5 5 36 180 180 68 76 36 5 180 17 17 34 76 36 27
Кафедра технологии материалов
электроники

ОПК-1; ОПК-2; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.17
Дисциплины (модули) по выбору 17
(ДВ.17)

Б1.В A 3 3 108 108 34 74 3 108 17 17 74
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-4

+ Б1.В.ДВ.17.01 Планирование научной деятельности Б1.В A 3 3 36 108 108 34 74 3 108 17 17 74 25 Кафедра ППЭ и ФПП ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-4

- Б1.В.ДВ.17.02
Материалы и элементы спинтроники и
спинволновой электроники

Б1.В A 3 3 36 108 108 34 74 3 108 17 17 74 27
Кафедра технологии материалов
электроники

ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-4

- Б1.В.ДВ.17.03
Неразрушающие методы контроля процессов
формирования гетерокомпозиций

Б1.В A 3 3 36 108 108 34 74 3 108 17 17 74 27
Кафедра технологии материалов
электроники

ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-4

+ Б1.В.ДВ.18
Дисциплины (модули) по выбору 18
(ДВ.18)

Б1.В A 4 4 144 144 51 57 36 4 144 17 34 57 36
ОПК-3; ОПК-4; ПК-4

+ Б1.В.ДВ.18.01 Программирование микроконтроллеров Б1.В A 4 4 36 144 144 51 57 36 4 144 17 34 57 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП ОПК-3; ОПК-4; ПК-4

- Б1.В.ДВ.18.02 Приборы и устройства магнитоэлектроники Б1.В A 4 4 36 144 144 51 93 4 144 17 34 93 27 Кафедра технологии материалов ОПК-3; ОПК-4; ПК-4

- Б1.В.ДВ.18.03
Высоковакуумное оборудование в
наноэлектронике

Б1.В A 4 4 36 144 144 51 93 4 144 17 34 93 27
Кафедра технологии материалов
электроники

ОПК-3; ОПК-4; ПК-4

+ Б1.В.ДВ.19
Дисциплины (модули) по выбору 19
(ДВ.19)

Б1.В A 5 5 180 180 68 112 5 180 17 17 34 112
ОПК-4; ОПК-5; ЦПК-3

+ Б1.В.ДВ.19.01
Компьютерные технологии в научных
исследованиях

Б1.В A 5 5 36 180 180 68 112 5 180 17 17 34 112 25 Кафедра ППЭ и ФПП
ОПК-4; ОПК-5; ЦПК-3

- Б1.В.ДВ.19.02
Компьютерные технологии в исследованиях
материалов электроники и наноэлектроники

Б1.В A 5 5 36 180 180 68 112 5 180 17 17 34 112 23
Кафедра материаловедения
полупроводников и диэлектриков

ОПК-4; ОПК-5; ЦПК-3
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- - - - Форма контроля з.е. - Итого акад.часов
Курс 1

Семестр 1 Семестр 2

Курс 2

Семестр 3 Семестр 4

Курс 3

Семестр 5 Семестр 6

Курс 4

Семестр 7 Семестр 8

Курс 5

Семестр 9 Семестр A

Курс 6

Семестр B Семестр C
Закрепленная кафедра -

Считать в
плане

Индекс Наименование
Блок/
часть

Экза
мен

Зачет
Зачет с

оц.
КР

Экспер
тное

Факт
Часов в

з.е.
Экспер
тное

По
плану

Конт.
раб.

СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

Код Наименование Компетенции

+ Б1.В.ДВ.20
Дисциплины (модули) по выбору 20
(ДВ.20)

Б1.В B 5 5 180 180 68 76 36 5 180 34 34 76 36
ОПК-1; ОПК-2; ПК-3

+ Б1.В.ДВ.20.01
Радиационно-технологические процессы в
электронике

Б1.В B 5 5 36 180 180 68 76 36 5 180 34 34 76 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП
ОПК-1; ОПК-2; ПК-3

- Б1.В.ДВ.20.02
Основы надежности элементной базы
электроники в условиях ионизирующего
излучения космического пространства

Б1.В B 5 5 36 180 180 68 76 36 5 180 34 34 76 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП

ОПК-1; ОПК-2; ПК-3

- Б1.В.ДВ.20.03 Физика и техника магнитной записи Б1.В B 5 5 36 180 180 68 112 5 180 34 34 112 27 Кафедра технологии материалов ОПК-1; ОПК-2; ПК-3

+ Б1.В.ДВ.21
Дисциплины (модули) по выбору 21
(ДВ.21)

Б1.В B B 5 5 180 180 68 76 36 5 180 34 17 17 76 36
ОПК-4; ПК-1; ПК-3

+ Б1.В.ДВ.21.01 Физика СВЧ полупроводниковых приборов Б1.В B B 5 5 36 180 180 68 76 36 5 180 34 17 17 76 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП ОПК-4; ПК-1; ПК-3

- Б1.В.ДВ.21.02
Оборудование для производства
наногетероструктурных солнечных элементов

Б1.В B B 5 5 36 180 180 68 76 36 5 180 34 17 17 76 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП

ОПК-4; ПК-1; ПК-3

- Б1.В.ДВ.21.03
Магнитные наносистемы, наноматериалы и
нанотехнологии

Б1.В B B 5 5 36 180 180 68 76 36 5 180 34 17 17 76 36 27
Кафедра технологии материалов
электроники

ОПК-4; ПК-1; ПК-3

- Б1.В.ДВ.21.04 Конструирование светоизлучающих устройств Б1.В B B 5 5 36 180 180 68 76 36 5 180 34 17 17 76 36 27
Кафедра технологии материалов
электроники

ОПК-4; ПК-1; ПК-3

+ Б1.В.ДВ.22
Дисциплины (модули) по выбору 22
(ДВ.22)

Б1.В B 4 4 144 144 68 76 4 144 34 34 76
ОПК-1; ОПК-3; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.22.01
Электронные и оптические свойства
широкозонных соединений А2В6

Б1.В B 4 4 36 144 144 68 76 4 144 34 34 76 25 Кафедра ППЭ и ФПП
ОПК-1; ОПК-3; ПК-5

- Б1.В.ДВ.22.02
Технологии материалов для радиопоглащения и
электромагнитного экранирования

Б1.В B 4 4 36 144 144 68 76 4 144 34 34 76 27
Кафедра технологии материалов
электроники

ОПК-1; ОПК-3; ПК-5

- Б1.В.ДВ.22.03
Электроника органических полупроводников
(материалы, технологии, приборы)

Б1.В B 4 4 36 144 144 68 76 4 144 34 34 76 27
Кафедра технологии материалов
электроники

ОПК-1; ОПК-3; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.23
Дисциплины (модули) по выбору 23
(ДВ.23)

Б1.В 3 3 3 108 108 34 74 3 108 17 17 74 25 Кафедра ППЭ и ФПП
ОПК-1; ОПК-3; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.23.01 Перспективная фотовольтаика Б1.В 3 3 3 36 108 108 34 74 3 108 17 17 74 25 Кафедра ППЭ и ФПП ОПК-1; ОПК-3; ПК-5

- Б1.В.ДВ.23.02
Специальные вопросы физики магнитных
явлений в конденсированных средах Часть 2

Б1.В 3 3 3 36 108 108 34 74 3 108 17 17 74 27
Кафедра технологии материалов
электроники

ОПК-1; ОПК-3; ПК-5

- Б1.В.ДВ.23.03 Элионная технология в микро- и наноиндустрии Б1.В 3 3 3 36 108 108 34 74 3 108 17 17 74 27
Кафедра технологии материалов
электроники

ОПК-1; ОПК-3; ПК-5

Блок 2.Практика 58 58 2088 2088 2088 4 144 144 4 144 144 11 396 396 8 288 288 11 396 396 5 180 180 15 540 540

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 58 58 2088 2088 2088 4 144 144 4 144 144 11 396 396 8 288 288 11 396 396 5 180 180 15 540 540

+ Б2.В.ДВ.01 Учебная практика Б2.В 4 4 4 144 144 144 4 144 144 УК-2; УК-4; ОПК-3; ПК-3

+ Б2.В.ДВ.01.01(У)
Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений

Б2.В 4 4 4 36 144 144 144 4 144 144 25 Кафедра ППЭ и ФПП
УК-2; УК-4; ОПК-3; ПК-3

- Б2.В.ДВ.01.02(У)
Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений

Б2.В 4 4 4 36 144 144 144 4 144 144 27
Кафедра технологии материалов
электроники

УК-2; УК-4; ОПК-3; ПК-3

+ Б2.В.ДВ.02 Производственная практика Б2.В 8A 12 12 432 432 432 6 216 216 6 216 216 УК-2; УК-3; ОПК-2; ОПК-5; ПК-2; ПК-4; ПК-5

+ Б2.В.ДВ.02.01(П)
Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Б2.В 8A 12 12 36 432 432 432 6 216 216 6 216 216 25 Кафедра ППЭ и ФПП

УК-2; УК-3; ОПК-2; ОПК-5; ПК-2; ПК-4; ПК-5

- Б2.В.ДВ.02.02(П)
Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Б2.В 8A 12 12 36 432 432 432 6 216 216 6 216 216 27
Кафедра технологии материалов
электроники

УК-2; УК-3; ОПК-2; ОПК-5; ПК-2; ПК-4; ПК-5

+ Б2.В.ДВ.03 Преддипломная практика Б2.В C 15 15 540 540 540 15 540 540 УК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-3

+ Б2.В.ДВ.03.01(Пд)
Преддипломная практика для выполнения
выпускной квалификационной работы

Б2.В C 15 15 36 540 540 540 15 540 540 25 Кафедра ППЭ и ФПП
УК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-3

- Б2.В.ДВ.03.02(Пд)
Преддипломная практика для выполнения
выпускной квалификационной работы

Б2.В C 15 15 36 540 540 540 15 540 540 27
Кафедра технологии материалов
электроники

УК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-3

+ Б2.В.ДВ.04 Научно-исследовательская работа Б2.В 789AB 27 27 972 972 972 4 144 144 5 180 180 8 288 288 5 180 180 5 180 180
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5

+ Б2.В.ДВ.04.01(Н)Научно-исследовательская работа Б2.В 789AB 27 27 36 972 972 972 4 144 144 5 180 180 8 288 288 5 180 180 5 180 180 25 Кафедра ППЭ и ФПП
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-5

- Б2.В.ДВ.04.02(Н)Научно-исследовательская работа Б2.В 789AB 27 27 36 972 972 972 4 144 144 5 180 180 8 288 288 5 180 180 5 180 180 27
Кафедра технологии материалов
электроники

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-5

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 15 15 540 540 540 15 540 540

+ Б3.ДВ.01
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

Б3 C 15 15 540 540 540 15 540 540

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ЦПК-1; ЦПК-2; ЦПК-3

- Б3.ДВ.01.01
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

Б3 C 15 15 36 540 540 540 15 540 540 25 Кафедра ППЭ и ФПП

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ЦПК-1; ЦПК-2; 
ЦПК-3

+ Б3.ДВ.01.02
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

Б3 C 15 15 36 540 540 540 15 540 540 27
Кафедра технологии материалов
электроники

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ЦПК-1; ЦПК-2; 
ЦПК-3

ФТД.Факультативные дисциплины 4 4 144 144 16 128 2 72 8 64 2 72 8 64

+ ФТД.01 Оформление результатов научной деятельности ФТД 9 2 2 36 72 72 8 64 2 72 8 64 25 Кафедра ППЭ и ФПП
ПК-4

+ ФТД.02 Нормы и правила оформления ВКР ФТД B 2 2 36 72 72 8 64 2 72 8 64 27 Кафедра технологии материалов ПК-4

К.М.Комплексные модули

+ К.М.01 Модуль 1 К.М
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Индекс Содержание

Тип задач проф. деятельности: проектно-конструкторский

ПК-5 Способность проводить анализ и выбор перспективных технологических процессов при производстве изделий микроэлектроники

40.058 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

D Разработка групповых технологических процессов и модернизация производства изделий микроэлектроники

D/01.7 Анализ и выбор перспективных технологических процессов и оборудования производства изделий микроэлектроники

ТД.1
Сбор и систематизация информации о перспективных материалах, технологических процессах и оборудовании, используемых в производстве изделий
микроэлектроники

ТД.3
Оценка направлений научного развития исследований и разработок, связанных с перспективными материалами, технологическими процессами и
оборудованием для производства изделий микроэлектроники

ТД.5 Выбор перспективных материалов, технологических процессов и оборудования с целью модернизации производства изделий микроэлектроники

У.3
Выявлять тенденции развития научных исследований и разработок, связанных с перспективными материалами, технологическими процессами и
оборудованием

У.4 Определять существенные для выпускаемых изделий параметры и характеристики перспективных материалов, технологических процессов и оборудования

У.5 Определять критерии сравнения существующих и перспективных материалов, технологических процессов и оборудования

Зн.1 Средства поиска информации в информационных сетях

Зн.4 Структура существующих технологических процессов производства изделий микроэлектроники

Зн.8 Технический английский язык на уровне чтения специализированной литературы

Тип задач проф. деятельности: научно-исследовательский

ПК-1 Способность контролировать подготовку и техническое оснащение рабочих мест на участках производства изделий микроэлектроники

40.058 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

A Контроль технологических процессов производства изделий микроэлектроники

A/01.5 Контроль подготовки и технического оснащения рабочих мест на участках производства изделий микроэлектроники

ТД.1 Проверка уровня технического оснащения рабочих мест на производстве изделий микроэлектроники на соответствие нормам технической документации

ТД.6 Подготовка документов для выполнения работ по специальной оценке условий труда

У.3 Определять потребность в технологическом, контрольно-измерительном и вспомогательном оборудовании на рабочих местах

Зн.3 Технологический процесс производства изделий микроэлектроники

Зн.4
Основное технологическое оборудование, контрольно-измерительное и вспомогательное оборудование производства изделий микроэлектроники и
принципы его работы

ПК-2 Способность контролировать соблюдение режимов технологических операций, процессов производства изделий микроэлектроники

40.058 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

A Контроль технологических процессов производства изделий микроэлектроники

A/02.5 Контроль соблюдения режимов технологических операций процессов производства изделий микроэлектроники

ТД.4 Выявление причин брака в изготовлении изделий микроэлектроники

ТД.5 Статистический анализ пригодности и воспроизводимости технологических процессов производства изделий микроэлектроники

У.1 Оперативно решать технологические проблемы в процессе производства изделий микроэлектроники
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Индекс Содержание

У.6
Использовать контрольно-измерительное оборудование для контроля режимов технологических операций процессов производства изделий
микроэлектроники

У.8 Использовать стандартные компьютерные программы для обработки статистических данных

Зн.4 Виды дефектов при изготовлении изделий микроэлектроники

Зн.5 Технологические факторы, вызывающие погрешности изготовления изделий микроэлектроники

Зн.6 Методы уменьшения влияния технологических факторов, вызывающих погрешности изготовления изделий микроэлектроники
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